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SIEMENS AKTIENGSELLSCHAFT, Berlin und Minchen, D-8000
Miinchen 2, Wittelsbacherplatz 2, Saksan liittotasavalta

Tasasuuntaussiltakytkentd ~ Likriktningsbryggkoppling

Keksinndn kohteena on tasasuuntausi ltakytkent&, Jossa tasasuun-
tauselementeiksi on jdrjestetty neljd transistoria, joista
kulloinkin kaksi on samaa johtavuustyyppid, jossa kulloinkin
kahden wvastakkaisista johtavuustyyppid olevan transistorin
keskenddn yhdistetyt emitterit on liitetty kulloinkin yhteen
tulopinteeseen ja jossa kulloinkin kahden samaa johtavuustyyp-
pid olevan transistorin keskenddn ykdistetyissd kollektoreissa

luovutetaan tasasuunnattu ldhtdjédnnite.

Tunnetaan jo yleisesti tasasuuntaussiltakytkentdijd, joissa ta-
sasuuntauselementeiksi on jdrjestetty dioddt. Tdm&nlaatuigissa
tasasuuntaissuiltakytkenndissd on se haitta, ettd jopa kaytet-
tdessd germanium-diodeja syntyy tasasuuntauselemnteissd suh-

teellisen suuri jdnnitehdvido.

DE-hakemusjulkaisusta 23 21 897 tunnetaan tasasuuntaussilta-
kytkentd, jossa tasasuuntauselementeiksi on jédrjestetty neljd
transistoria, joista kulloinkin kaksgi on samaa johtavuustyyp-~

pid. Kulloinkin kahden vastakkais:ta johtavuustyyppid olevan



transistorin emitterit on yhdistetty kulloinkin yhteen tulo-
pinteeseen, jossa on erinapaiset tulojdnnitteet. Kulloinkin
kahden samaa johtavuustyyppid olevan transistorin kollektorien
liitospisteessd luovutetaan tasasuunnatut ldahtdjdnnitteet.
Transistorien kannat on yhdistetty keskenddn ristikkidin. TiHssi
tunnetussa tasasuuntaussiltakytkenndssid on se haitta, ettid
transistorien kantaemitterijdnnitteiden lamp&tila ja virtariip-
puvuus vaikuttavat l&htdjdnnitteisiin epidsuotuisasti. Edelleen
tulovirran se osa, jota kuluttaja ei tarvitse, virtaa kanta-

emitterivdlien kautta ja voi ylikuormittaa niditi.

Keksinndn tehtdvédnd on saada aikaan tasasuuntaussiltakytken-—
td, joka sisdltdd tasasuuntauselementteind transistorit ja
joka on pitk#dlti riippumaton kdytettyjen transistorien kanta-

emitterijidnnitteen koosta.

Keksinndn mukaisesti tdmd tehtdvd ratkaistaan alussa mainitun
laatuisessa tasasuuntaussiltakytkennissi siten, ettd niiden
transistoreiden kannat, joiden emitterit on vyhdistetty kulloin-
kin yhteen tulopinteeseen, on yhdistetty vastusten kautta kul-
loinkin toiseen tulopinteeseen.

Keksinndn mukaisessa kytkentdlaitteessa on se etu, ettd se saa
aikaan vdhdisemmédn j&nnitehdvidn ja etti siten ldhtSjdnnittei-
den hetkelliset arvot ovat vain vihin pienemmdt kuin tulojidn-
nitteiden hetkelliset arvot. Léhtdjédnnitteet ovat vain kahden
johtavan transistorin ldpdisyjédnnitteiden verran pienempid
kuin tulojinnitteet. NEmi lipdisyjdnnitteet ovat pienissi
virroissa olennaisesti pienempid kuin diodien lépdisyjdnnit-
teet. Edelleen on tasasuuntaussiltakytkennfissd se etu, etti

se toimii luotettavasti ja on pitkdlti riippumaton l&mp&tilan
muutoksista.

Suuri luotettavuus saavutetaan etenkin silloin, kun toisen joh-
tavuustyypin transistoreina kdytetdin pnp-germanium-transisto-
reita ja toisen johtavuustyypin transistoreina npn-pii-transis-
toreita, koska pnp-germanium-transistoreissa on korkeampi kan-
taemitterijdnnite kuin pnp-pii-transistoreissa Jja koska npn-
pli-transistoreissa on korkeampi kantaemitterijinnite kuin npn-
germanium-transistoreissa.



Kun tasasuuntauselementtien ldpi virtaa korkea virta, on tran-
sistorien sucjaamiseksi edullista, kun transistorien emitterien
ja kollektorien vdliin jdrjestetddn diodit, joiden lépdisysuun-
ta on yhdenmukainen transistorien ldpdisysuunnan kanssa.

Suojaksi liian korkeilta tulovirroilta voi olla myds edullista,
kun jdnniteldhteen napojen kanssa yhdensuuntaisesti jdrjeste-—
tddn toisiinsa ndhden vastakkain navoitettuja zener-diodeja
sarjaan.

Seuraavassa selitetddn lihemmin tasasuuntaussiltakytkennin

suoritusesimerkkeijd piirustusten avulla, jossa

kuvio 1 on tasasuuntaussiltakytkenndn ensimmiinen suoritusesi-
merkki,

kuvio 2 on tasasuuntaussiltakytkennin toisen suoritusesimerkki.

Kuviossa 1 esitettyyn tasasuuntaussiltakytkentddn G johdetaan
tulopinteissd El1 ja E2 virtaldhteeltd S tulojidnnitteet tai tu-
lovirrat, joiden polariteetti on erilainen. Tasasuuntaissilta-
kytkentd G luovuttaa ldhtdpinteissddn Al ja A2 lihtSjdnnitteet
kuluttajalle V. Tasasuuntaussiltakytkentd G toimii esimerkiksi
tulovaihtojédnnitteiden tasasuuntaamiseksi ja md3&drdtylld polari-
teetilla varustettujen ldhtéjannitteiden tuottamiseksi tai ndi-
den ldhtdjdnnitteiden tuottamiseksi riippumatta jénnitelihteel-
td S luovutetun tasajénnitteen polariteetista. Tasasuuntaussil-
takytkentdd G voidaan k&dyttdd kytkentdlaitteessa, jolle tuote-
taan energia puhelinjohdon silmukkavirrasta aina samalla pola-
riteetilla varustetun ldhtdjdnnitteen tuottamiseksi silmukka-

virran polariteetista riippumatta.

Tasasuuntaussiltakytkentd G sisdltdi nelj3d transistoria Tl -
T4, joista kulloinkin kaksi on samaa johtavuustyyppiid. Transis-
torit Tl ja T4 ovat pnp-transistoreja, kun taas transistorit

T2 ja T3 ovat npn-transistoreja. Transistorien Tl ja T3 ja
transistorien T2 ja T4 emitterit on kulloinkin yhdistetty kes-
kenddn ja tulopinteisiin El1 tai vast. E2, joissa on tulojdn-
nitteet. Transistorien Tl ja T4 sekd transistorien T2 ja T3
kollektorit on samoin yhdistetty keskend#n ja ne on liitetty

lédhtdpinteisiin Al tai vast., A2, joista luovutetaan liht8jin-



nitteet. Transistorien Tl - T4 kannat on yhdistetty vastusten
Rl - R4 kautta tulopinteisiin El1 tai E2 ja nimenomaan siten,
ettd ne on aina yhdistetty jdnniteldhteen siihen napaan, jo-
hon vastaavia emittereitd ei ole liitetty. Transistorien T2 ja
T4 kantoihin liitetyt wvastukset RZ ja R4 on liitetty tulopin-
teeseen El, kun taas transistorien Tl ja T3 kantoihin liite-

tyt vastukset Rl ja R3 on yhdistetty tulopinteeseen E2,

Kun tulopinteessd El on Jjédnniteldhteen S positiivinen napa ja
siten tulcpinteessid E2 negatiivinen napa, ohjataan vastusten

Rl ja R2 kautta transistorit Tl ja T4 johtaviksi, kun taas vas-
tusten R3 Jja R4 kautta estetddn transistorit T3 ja T4, Transis-
torin Tl kautta virtaa virtaa lihtdpinteeseen Al ja kulutta-
jalle V. Kuluttajalta V virtaa ldhtdpinteen A2 kautta virta
transistorin T2 kautta tulopinteeseen E2. Lihtdpinteessd Al
muodostuu ldhtdjdnnitteen pogitiivinen napa ja ldhtOpinteessd

A2 negatiivinen napa.

Kun tulopinteessd E2 on jdnniteldhteen S positiivinen napa ja
tulopinteessd El negatiivinen napa, ohjataan vastaavalla taval-
la vastusten R3 ja R4 kautta transistorit T3 ja T4 johtaviksi
ja vastusten Rl ja R2 kautta estetddn transistorit Tl ja T2.
Tdssd tapauksessa virtaa virtaa tulopinteen E2 ja transistorin
‘T4 kautta lahtdpinteeseen A2 ja ldhtdpinteestd A2 transisto-
rin T3 kautta tulopinteeseen El. Lihtdpinteessd Al muodostuu
jdlleen ldhtdjadnnitteen positiivinen napa, kun taas ldht&pin-—
teessd A2 on negatiivinen napa. Ldhtdpinteissd Al ja A2 tuo-
tetaan siten tulojdnnitteen polariteetista riippumatta aina

polariteeltiltaan samanlainen l&ht&jdnnite.

Suojaksi liian korkeilta tulojinnitteiltd on jdrjestetty kaksi
zener-diodia Z1 ja Z2, jotka on navoitettu toistensa suhteen
vastakkaisesti, kytketty sarjaan ja jdrjestetty rinnan jinni-
teldhteeseen ndhden. Tulojdnnitteen polariteetista riippuen
on kulloinkin toinen zener-diodeista Zl1 tai 22 johtava. Kun
tulojdnnite ylittdd kulloinkin toisen diodin zener-j&nnitteen,

tdmd tulee johtavaksi ja ottaa osan tulovirrasta.

Jotta gaataisiin aikaan tasasuuntaussiltakytkenndn suuri hidirid-

varmuus, on edullista, kun kdytetddn transistoreita, joissa on



korkeat kantaemitteriestojédnnitteet, Tasasuuntaussiltakytken-
ndn erityisen edullinen rakenne saadaan tdstd syystd aikaan
etenkin silloin, kun transistorit Tl ja T4 muodostetaan pnp-
germanium-transistoreista ja transistorit T2 ja T3 npn-pii-
transistoreista, koska pnp-germanium-transistoreilla on kor-
keampi kantaemitteriestojdnnite kuin pnp-pii-transistoreissa
ja koska npn-pii-transistoreissa on korkeampi kantaemitteri-

estojdnnite kuin npn-pii—-transistoreissa.

Kuviossa 2 esitetty tasasuuntaussiltakytkentd on rakenteeltaan
samankaltainen kuin kuviossa 1 esitetty ja eroaa tdstd, otta-
matta huomioon zener-diodeja Z1 ja 22, jotka voitaisiin samoin
jarjestdd tdhdn, diodien D1 - D4 johdosta, jotka on jarjestet-
ty transistorien Tl ja T4 emitterien ja kollektorien valiin.
Diodit DI - D4 on jdrjestetty siten, ettd niissid on kulloinkin
sama ldpdisysuunta kuin niihin yhdistetyissd transistoreissa
Tl - T4, Diodit D1 - D4 ottavat osan ldhtdvirroista, kun
ladhtdvirrat ovat niin suuria, ettd transistorien Tl - T4 kanta-
emitterildpdisyjédnnitteet ovat suurempia kuin diodien D1 -~ D4
lapdisyjdnnitteet. Siten kevennetddn korkeiden virtojen yhtey-

dessd transistorien T1 - T4 kuormitusta.



Patenttivaatimukset

1. Tasasuuntaussiltakytkentd, jossa tasasuuntauselementeiksi
on jidrjestetty neljd transistcria (T1-T4), joista kulloinkin kaksi
on samaa johtavuustyyppid (T1, T4; T2, T3), Jjossa kulloinkin kah-
den vastakkaista johtavuustyyppid olevan transistorin (T1l, T3;
T2, T4) keskenddn vhdistetyt emitterit on liitetty kulloinkin
vhteen tulopinteeseen (El; E2), ja kulloinkin kahden samaa joh-
tavuustyyppid olevan transistorin (T1l, T4; T2, T3) keskenddn
yhdistetyt kollektorit luovuttavat tasasuunnatun ldht&jdnnitteen
(A1, A2), jolloin niiden transistorien (Tl, T3; T2, T4) kannat,
joiden emitterit on yhdistetty kulloinkin yhteen tulopinteeseen
(E1l; E2), on yhdistetty vastusten (Rl1, R3; R2, R4) kautta kul-
loinkin toiseen tulopinteeseen (E2; El), tunne t tu siiti,
ettd transistorien (T1l-T4) emitterien ja kollektorien vdliin on
jdrjestetty diodit (D1 - D4), joiden ldpdisysuunta on yhdenmu-
kainen transistorien (T1 - T4) lépéisysuunnan kanssa.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen tasasuuntaussiltakytkentd,
tunnet tu siitd, ettd toisen johtavuustyypin transisto-
reiksi (T1, T4) on jédrjestetty pnp-germanium-transistori ja
toisen johtavuustyypin transistoreiksi (T2, T3) npn-pii-tran-

sistorit.

3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen tasasuuntaussilta-
kytkentd, t unne t t u siitd, ettd tulopinteiden (E1l, E2)
kanssa rinnan on jdrjestetty toistensa suhteen vastakkain na-

voitetut zener-diodit (Z1, Z2) sarjaan.
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